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FET-ek  munkapont beállítása és kivezérelhetősége 

 

 
A kapcsolás:       Munkapont számításhoz: 

    (ug=0, egyenáram) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elzáródás feletti (saturation) tartomány, ahol az eszközeinket használjuk:    

uGS > Up,   uGD < Up,  uDS >UGS—UP     iD > 0 

 

A munkapont meghatározása:    
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A két ismeretlenes, másodfokú egyenletrendszer 

megoldása: 

 

   PGSGS UUu  0    , 00  DD Ii  

 

Kivezérelhetőség: 

 

A kimeneti karakterisztika: 
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Már ismert a munkaponti áram:  0DI       

UDS0 =Ut  - Re ID0.       Re = RD+RS 

1.) A váltóáramú munkaegyenes egyenlete:    00 )( DDvDSDS IiRUu    

2.) Az elzáródási tartomány határa: 

2

00 



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
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u
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A két ismeretlenes egyenletrendszer megoldása:    (iD=IDH, uDS=UDSH) 

 

Ezek ismeretében:     DShDSds UUU 

0  és      0Dvds IRU   

 

1.) Feladat     Tranzisztor:  n- csatornás, növekményes MOSFET:    ID00 = 4 mA,      UP = 4 V 

  

      Ut = 10 V,   RD = 6 kΩ,   RS = 4 kΩ, 

  

     a.)   ??, 00  GSD UI   

     b.)   ?0 DSU ?0 kiU  

     c.)   

kiU ? 

     d.)   

kiU  ?  

      A Drain áram:                     Az elz. tart. hat.: 
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Megoldás:       

a.)   ??, 00  GSD UI    ( ube = 0 ) 
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

















 


PGS

PGS

P

PGS
D

D
Uu

Uu

ha

ha
U

Uu
I

i

0

2

00    

Numerikusan: 
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2
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b.)   ?0 DSU       VRRIUU SDDtDS 1010*1202 00      

                           VRIUU DDtki 46*11000   
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c.)   

kiU ?   d.)   

kiU  ?     A munkaegyenes és a munkapont: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elzáródási tartomány határa: 2
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A munkaegyenes egyenlete:  SDDDSt RRiuU 2    →      
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A két görbe metszéspontjára: 
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A kivezérelhetőségek: 
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2.) Feladat. A kapcsolási rajzon egy mikrofon (ug generátor), egy erősítő kapcsolás (J1 JFET), 

egy kábel, valamint egy távoli akusztikai analizátor látható, amit az DR ellenállással és az tU

tápfeszültség forrással modellezünk.  

 

Adatok: Tranzisztor: 2N3819 típusú n-csatornás JFET. A JFET adatlapjában a drain áram 

szaturációs értékére IDSS = 10 mA-t, és az 0GSu esetén mérhető meredekségre S0 = 6.35mmho 

értékeket találtuk.   

Egyéb paraméterek: ,10VU t    ,1  GRG  kRkR DS 5,13.2 . A CE kapacitást 

végtelennek vesszük. 

a.)   ?PU   

b.)   ?0 DI , ?
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Megoldás 
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b.)   Mivel RG-n nem folyik áram: 
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Numerikusan: 
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  (A szaturációs áramhoz (

DssI ) megadott meredekségből, a munkaponti meredekség könnyen átszámítható.) 

 

c.)  VRIUU DStanal 55*11000   

d.)    

kOhmRR Dv 5   kOhmRRR SDe 13,713,25   

VRIUU eStDS 87,213,7*11000   

Az elzáródási tartomány határa: 2
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A váltóáramú munkaegyenes és az elzáródási határ egyenlete:  

 

1.)  00 DDvDSDS IiRUu       

2.) 2

2
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




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2
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5587,2 2  DSDS uu  

087,75 2  DSDS uu  

V16,1
10

4,15711



 DSHDS Uu  

A kivezérelhetőségek: 

  VUUU DSHDSds 71,116.187,20      VUU dsanal 71.1   

  VIRU Dvds 5150       VUU dsanal 5 
 

 

A legnagyobb kivehető szinuszos jel amplitúdó 1,71 V. 
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3.) Feladat 

Tranzisztor:   

n- csatornás, növekményes MOSFET: ID00 = 20 mA, UP = 2 V 

,9VU t    ,101  kR  10,680 tS RR  

A transzformátor áttétele:  n:1 =10:1      

A széles sávú transzformátor veszteség mentes. 

 

a.)   mAIhaR D 5? 02    

b.)   ?0 DSU  

c.)   

kiU ? 

d.)   

kiU  ?  

Megoldás: 

  V
I

I
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D

D
PGS 314121
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0
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

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
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
  

𝑈𝐺0 = 𝑈𝐺𝑆0 + 𝑅𝑆𝐼𝐷0 = 3 + 0.68 ∗ 5 = 6.4𝑉 
 

Az 𝑅1 árama: 𝐼𝑅1 =
(𝑈𝑡−𝑈𝐺0)

𝑅1
=

9−6.4

10
= 0.26𝑚𝐴 

Ugyanez az áram hozza létre az 𝑈𝐺0-t az 𝑅2-n áthaladva, tehát: 

 

𝑅2 =
𝑈𝐺0

𝐼𝑅1
=

6.4

0.26
= 24.6𝑘 

 

b.)   ?0 DSU  

    V6.5568.0900  DStDS IRUU   (Re=RS) 

 

c.)   

kiU ?       kRnR tv 1010.01002  

 

1.)  00 )( DDvDSDS IiRUu       

2.) 
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u
Ii  > 5𝑈𝐷𝑆

2 + 𝑈𝐷𝑆 − 10.6 = 0 

 

 𝑈𝐷𝑆12 =
−1±√1+20∗10.6

10
= 1.36𝑉 másik hamis gyök. 

 𝑈𝐷𝑆𝐻 = 𝑈𝐷𝑆12 
 

 

 

 

 

 

 

uki 

+Ut 

ube 

R1 

RS 

uDS 

iD 

R2 

n:1 

Rt 

∞ 

C1 

uDS 



5. gyakorlat 

7/8 

𝑈𝐷𝑆
+ = 𝑈𝐷𝑆0 − 𝑈𝐷𝑆𝐻 = 5.6 − 1.36 = 4.24       𝑈𝑘𝑖

+ = 𝑈𝐷𝑆
+ /𝑛 = 0.42𝑉 

 

d.)   

kiU  ?              VIRU Dvds 50    VnUU dski 500.0/    

 

4.) Feladat Számítsa ki az alábbi kapcsolás munkapontjait és kivezérelhetőségét! 

 

          

 

 

  

Ut=15 V   R1 = R2 = 12 kΩ,  R3 = 9 kΩ,  R4 = 6 kΩ 

a.)   ?,? 0101  GSD UI  

b.)   ?,? 0202  SGD UI  

c.)  
?

kiU
 

d.)   ?

kiU  

 

Megoldás: 
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  01229
2

 GSSG uu              024359 2  SGSG uu  

                                   VUu SGSG 3
18

864122535
02 


   > UP=2 V  

     mAuIi SGDD 12
2

022   

c.)  ?

kiU   

2𝑈𝑡 = 𝑈𝑆𝐷02 + 𝐼𝐷02(𝑅3 + 𝑅4) 

𝑈𝑆𝐷02 = 30 − 1(9 + 6) = 15𝑉 

 1.)     022402 DDSDSD IiRUu         1615 2  DSD iu  

 2.)  

2

002 
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



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P

SD
DD

U

u
Ii   2

2

2
2

4 SD
SD

D u
u

i 







  

0216 2  SDSD uu        𝑈𝑆𝐷 = 𝑈𝑆𝐷𝐻 =
−1±√1+504

12
= 1.79𝑉 

 𝑈𝑘𝑖
+ = 𝑈𝑆𝐷

+ = 𝑈𝑆𝐷02 − 𝑈𝑆𝐷𝐻 = 13.2𝑉 

 

d.)   ?

kiU  

VIRUU Dvsdki 602     


